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Gltowna celem tego projektu jest zrozumienie zjawisk fizycznych zachodzacych na hybrydowych interfejsach
poiprzewodnikowych pod katem ich zastosowania w nowoczesnych urzadzeniach polprzewodnikowych.
Pomyst ten jest inspirowany stynng sentencja: ,,Interfejs jest urzadzeniem” gloszong przez Herberta Kroemera,
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2000 r. Interfejsem hybrydowym w tym przypadku jest interfejs
krysztatu van der Waalsa (vdW) (MoS:, MoSe,, MoTe,, WS,, WSe,, ...) oraz krysztalu kowalencyjnego, tj.
polprzewodnika grupy IV (Si i Ge) lub grupy III-V (GaN, GaAs, InAs i inne).

Od momentu mechanicznej eksfoliacji krysztatow vdW do pojedynczych warstw (rowniez wazne odkrycie
nagrodzone Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki w 2010 r. dla Andre Geima i Konstantina Novoselova z
uzasadnieniem: ,,za przelomowe eksperymenty dotyczace dwuwymiarowego materiatu grafenu”), idea
Kroemera staje si¢ coraz wazniejsza, poniewaz mozliwe jest wytwarzanie bardzo dobrej jakosci hybrydowych
interfejsoOw z materialéw o bardzo roznych strukturach pasm elektronowych i bardzo r6znych wlasciwosciach
elektrycznych i optycznych. Podczas gdy badania nad pojedynczymi warstwami krysztatow vdW byly dosc¢
intensywne w ostatnich latach i byly szeroko raportowane, to badania nad witasciwosciami hybrydowych
interfejsow vdW/potprzewodnik kowalencyjny nie byty szeroko raportowane.

W tym projekcie nie chcemy skupia¢ si¢ na krysztalach tworzacych interfejsy, ale na samych interfejsach,
poniewaz nie zostaly one dotychczas dokladnie zbadane i maja kluczowe znaczenie dla urzadzen
potprzewodnikowych. Oczekujemy, ze wlasciwosci takich hybrydowych interfejsoéw mozna znaczaco dostroi¢
ze wzgledu na ich nowe cechy, tj. stany elektronowe na interfejsie, ktore mozna zmienia¢, dobierajac
odpowiednie materiaty na interfejsie, przygotowujac powierzchnie potprzewodnika grupy IV (lub II-V) przed
osadzeniem warstwy vdW - mamy tu na mysli rekonstrukcje powierzchni dla tego poiprzewodnika,
dostosowujac metode osadzania warstwy vdW (tj. temperaturg, Srodowisko, itp.) lub kat skrecenia warstwy
vdW wzgledem powierzchni potprzewodnika grupy IV (lub III-V), co spowoduje powstanie réznych wzorow
Moiré.

Aby zrozumie¢ zjawiska fizyczne zachodzace na hybrydowym interfejsie vdW/potprzewodnik kowalencyjny,
wykorzystamy zaawansowane metody elektrooptyczne, takie jak: spektroskopia elektromodulacyjna, ktéra
umozliwia badanie potozenia poziomu Fermiego na interfejsach potprzewodnikow, czasowo-rozdzielcze
fotoprzewodnictwo mikrofalowe, ktore umozliwia badanie dynamiki no$nikow, w tym stanéw putapkowych
na interfejsach, oraz spektroskopia przejSciowa glgbokich poziomoéw, ktora umozliwia badanie glebokich
defektow w potprzewodnikach i stanow putapkowych na interfejsach. JesteSmy przekonani, ze wyniki tych
badan beda mialy istotny wplyw na rozwoéj nowych przyrzadéw potprzewodnikowych zawierajacych
hybrydowe interfejsy vdW/poiprzewodnik.



